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論文内容の要旨
本論文は， VLSI メモリの高速化，大容量化，多様化に対しVLSI メモリの測定精度向上， テスト時
間の短縮，評価用試験フ。ログラム作成の効率化を図るためのテスト手法に関する研究をまとめたので
あり， 9 章から構成されているo
第 1 章は序論であり， VLSI メモリの技術動向を述べ，その中におけるテスト技術の位置付けおよ
び本研究の目的と意義を明らかにしているO
第 2 章では，被測定デバイスの入出力端子でのタイミング補償を可能とするテスト補助デバイス
(TCD) を用いたメモリテスタのタイミング補償方法を提案している。その手法により，超高速アクセ
ス時間 5 ns の 1K ビットバイポーラECLRAM のアクセ時間をメモリテスタで測定し測定誤差が200
ps 以内という高精度を得ているO また， TCD チップを組み込むことを前提とした将来のメモリテス
タのタイミング補償サブシステムも併せて提案しているO
第 3 章，第 4 章では，メモリテスタによるMOS スタティック RAM (MOS SRAM) のアクセス時
間測定に関し， SRAM 自体が発生する接地点変動に着目し、メモリテスタからSRAM への入力信号
印加時刻を校正後，特定メモリセルのアクセス時間を標準負荷条件とメモリテスタ負荷とで各々独立
に測定し，その相関関係よりメモリテスタのアクセス時間の測定結果を補正する高速 MOS SRAMの
アクセス時間測定手法を提案しているO
第 5 章，第 6 章では，最小の付加回路の追加でチップ製造段階でオンチップでダイナミック RAM
(DRAM) を効率的に試験することができ，テスト時間が従来の 4 分の l と大幅に短縮可能なオンチッ
フ。マルチビットテスト機能を提案している。また，本手法に基ずくマルチピットテスト機能の 1M ビッ
ト DRAM冗長構成への適用方法を述べると共に，そのテスト手法を確立しているO
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第 7 章では， VLSI メモリの多様化に対し各種 VLSI メモリの異なる部分に対応し予め標準化しておい
たプログラム書式に従ってテストプログラムを作成するのみで，所望の VLSI メモリ評価用試験プロ
グラムが作成できるフ。ログラミング手法を提案しているO この手法により作成したVLSI メモリ評価
用試験フ。ログラムを16種類のVLSI メモリに適用することによって，その有用性を明らかにしている。
第 8 章では，高速 MOS SRAM のアクセス時間測定法を最大アクセス時間15ns の64K ビットおよび
25ns の256K ビットのCMOS SRAM に適用し，測定誤差が各々 1ns 以内という結果を得て工学的有効
性を確認しているO
第 9 章は総括であり，本研究で得られた成果をまとめている。
論文審査の結果の要旨
本論文は， VLSI メモリの高速化，大容量化，多様化に対するVLSI メモリの測定精度向上， テスト
時間の短縮化，評価用試験フ。ログラム作成の効率化を図るためのテスト手法に関する研究をまとめた
ものであり，その研究成果の主なものをあげれば次の通りである。
(1) VLSI メモリの高速化に対しては，高速化の指標となるアクセス時間に関し，超高速バイポーラ
ECLRAM と高速 MOS スタティック RAM (MOS SRAM) のアクセス時間をメモリテスタで高
精度に測定する手法を確立しているO 即ち，最大アクセス時間5ns の 1K ビット ECLRAM にて，
被測定デバイスの入出力端子でメモリテスタのタイミング補償を可能とする新規提案のテスト補
助デバイスによるタイミング補償方法確立により，アクセス時間の測定誤差が200ps 以内という
高精度を得ているO また， MOS SRAM において， SRAM 自体が発生する接地点変動に着目しメ
モリテスタから SRAM への入力信号印加時刻を校正後，特定メモリセルのアクセス時間を標準
負荷条件とメモリテスタ負荷とで各々独立に測定し，その相関関数よりメモリテスタのアクセス
時間の測定結果を補正する測定手法を確立し，最大アクセス時間15nsの64K ビットおよび、25nsの
256K ビットの COS SRAM で測定誤差が，各々 1ns 以内という結果を得ている。
(2) 大容量化に対しては，ダイナミック RAM(DRAM) において，そのテスト時間短縮化を図るた
めにオンチップで DRAM を効率的に試験することができるマルチビットテスト機能をはじめて
提案している O また，マルチビットテストに適合するDRAM冗長構成方法を述べると共に，その
マルチビットテスト機能を備えた1M ピット DRAM の冗長テスト時間を従来に比較して 6 分の
l から 9 分の 1 と短縮する冗長テスト手法を確立しているo
(3) VLSI メモリの多様化に対し， VLSI メモリ評価用試験プログラムの効率的な作成を可能とする
ために，各種VLSI メモリごとに異なる部分を予め標準化しておいたプログラム書式に従ってプ
ログラムを作成するのみで，所望のVLSI メモリ評価用試験プログラムが作成できるプログラミ
ング手法を確立している。
以上のように本論文は， VLSI メモリのテスト技術における測定精度向上手法， テスト時間短縮手
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法および VLSI メモリの評価用試験プログラム作成の効率化手法を確立しており，半導体工学に対し
て寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
-200-
